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วิทยานิพนธ์นี้มุ่งเน้นศึกษา การเตรียมฟิล์มบางวานาเดียมเพนต์ออกไซด์ด้วยวิธีอาร์เอฟ

แมกนีตรอนสปัตเตอร์ริงจากเป้าโลหะวาเนเดียม โดยศึกษาผลของการแปรค่าอัตราส่วนของปริมาณ

ก๊าซ O2/Ar ที่ให้ในระหว่างการสปัตเตอร์ต่อการเกิดฟิล์มบางวานาเดียมเพนต์ออกไซด์ซึ่งกำหนดให้ค่า

กำลังและเวลาในการสปัตเตอร์เท่ากับ 200 วัตต์ และ 80 นาทีตามลำดับมีค่าคงที ่จากนั้นนำฟิล์มบาง

วานาเดียมเพนต์ออกไซด์ไปศึกษาลักษณะด้วย กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM) กล้องจุลทรรศน์

แรงอะตอม (AFM) เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชัน (XRD) และยูวีวิสซิเบิลสเปกโทรสโกปี (UV-Vis) เพ่ือ

ใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะพ้ืนผิวและความหนา โครงสร้างผลึก และคุณสมบัติทางแสงของฟิล์มบางวา

นาเดียวเพนต์ออกไซด์ตามลำดับ และสุดท้ายคือศึกษาผลกระทบของการแปรค่าอัตราส่วนของ

ปริมาณก๊าซ O2/Ar ต่อโครงสร้างลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางวาเนเดียมเพนต์ออกไซด์โดยเทคนิคการ

ดูดกลืนรังสีเอกซ์ (XAS)  

ผลปรากฎว่าสเปกตรัม XANES ที่ขอบการดูดกลืน V K-edge พบเลขออกซิเดชันของฟิล์ม

บางวานาเดียมเพนต์ออกไซด์ที ่เงื ่อนไข O2/Ar = 1/20 (ในหน่วย sccm) มีการรวมกันของเลข

ออกซิเดชันของ V ที่ V3+, V4+  และ V5+ ในขณะที่เงื่อนไขอื่น ๆ มี V5+  เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการแปร

ค่าอัตราส่วนของปริมาณก๊าซ O2/Ar ที่มากขึ้นทำความเข้มของระดับพลังงานที่สถานะ 1S→3d  มี

ค่ามากขึ้น จากผลที่ได้นี้ทำให้ฟิล์มบางที่สังเคราะห์นั้นมีโครงสร้างของ V2O5 อย่างที่ต้องการ และเพ่ือ

เป็นการยืนยันสเปกตรัมของ XANES เราจึงใช้สเปกตรัมของการวัดแบบ EXAFS เพื่อแสดงให้เห็นว่า

ลักษณะเฉพาะเชิงโครงสร้างโดยรอบของอะตอม V นั้นสรุปได้ว่าการแปรค่าอัตราส่วนของปริมาณ

ก๊าซ O2/Ar มีผลทำให้เกิดฟิล์มบาง V2O5 ที่มีโครงสร้างแบบออร์โทรอมบิก 

การประยุกต์จึงนำไปใช้กับอุปกรณ์ที่เคลือบด้วยวัสดุที่มีสมบัติทางอิเล็กโทรโครมิก  ซึ่งเป็น

วัสดุที่นำไปใช้ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และวัสดุโลหะออกไซด์ที่มีสมบัติอิเล็กโทรโครมิกก็เป็นอีก

ตัวหนึ่งที่น่าสนใจ โดยในงานวิจัยนี้ได้นำเสนอฟิล์มบางวาเนเดียมเพนต์ออกไซด์ซึ่งเป็นสารประกอบที่

หาง่าย ราคาไม่แพง และมีสมบัติการเป็นสารอิเล็กโทรโครมิก ผลการทดลองที่ได้จาก
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In this work, RF reactive magnetron sputtering with a vanadium metal target 

produced vanadium oxide thin films. The influence of O2/Ar flow rate on vanadium 

oxide thin films was studied by varying gas flow rate and fixed RF power at 200 W and 

sputtering duration to 80 minutes. SEM, AFM, X-Ray Diffractometer, and UV-Visible 

spectroscopy were used to analyze the surface morphology, crystal structure, and 

optical properties of V2O5 thin films. The effect of the O2/Ar ratio on the local structure 

of vanadium oxide thin films was investigated using XAS at Synchrotron. The x-ray 

absorption near-edge structure (XANES) assessed the oxidation states of vanadium 

oxide thin films. It was found that the films made with O2/Ar flow rate at 1/20 sccm 

included vanadium in V3+, V4+, and V5+ oxidation states, whereas the others contained 

mostly V5+. The greater O2/Ar flow rate may generate an increase in energy flux at the 

substrate and the intensity of the 1s→3d transition peak, resulting in a faster 

deposition rate. The gas flow rate might be modified to get the required V2O5 structure. 

The extended x-ray absorption fine structure (EXAFS) confirmed the XANES findings, 

demonstrating that the structural environment surrounding V atoms is in excellent 

accord with the V2O5 orthorhombic structure. Finally, XANES and EXAFS fitting findings 

showed that O2 flow rate influenced the local structure of vanadium oxide thin films.  

Electrochromic switching devices have a lot of attention since these thin films 

are promising materials for energy saving applications. The vanadium oxide technique 

is simple and affordable since only one layer of material is needed to color. 

 



 




